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@> Anordnung zum Auslesen von Daten 

Anordnung zum Auslesen von als elektrische Ladungsver- 
teilung in einem mehrschichtigen Film (1) vorliegenden Da- 
ten, bei der 

- eine Mehrzahl von Elektroden (5) in zueinander fester Lage 
einem Oberflachenbereich des mehrschichtigen Films (1) 
gegenuberliegend angebracht ist, 

- die Elektroden (5) zur Informationsaufnahme wirksame 
Bereiche (15) aufweisen, die eine Ebene parallel zum Ober- 
flachenbereich des mehrschichtigen Films (1 ) bilden, 

- die Elektroden (5) parallel zum Oberflachenbereich des 
mehrschichtigen Films (1) gesteuert relativ bewegbar sind. 
Dargestellt wird eine Ausfuhrung fur die Elektrophotogra- 
phie und die Anwendung als RAM. Bei Verwendung der 
MIMOS-Technologie sind PixelgroBen von ca. 2 fivn und ein 

■ RastermaR bis herab zu ca. 10/im machbar, wobei die Spei- 

Ccherung in den Pixeln analog mit einem Dynamik-Umfang bis 
ca. 10 3 oder digital erfolgen kann. 


Fig.1 


o o o o o o i p o o o o) q a j?_n I 

> o o o o/~o o o o \o o o o o ^PH I 
oooo|oooqo|qooo HlF 


11 




CM 

oo 

CO 
UJ 

Q 


BUNDESDRUCKEREI 08.89 908 838/455 


BNSDOCID: <DE 3B23010A1 J_> 


8/60 


OS 38 23 010 2 

Beschreibung Sn0 , aus einer P^f^J^^n diclektrischen 

•vsri^-ijs-.xE ■ :3~?J._.«. ------ 

. (1980). 42 If. 1st es betant <^ («• 6 * £ IK sichtbar gem.eht. d«» »nd 

Flektronen aufgebracht werden, so d ^* w ^T, eht und Speichers ausnutzen Kann unu verte ilung im 

-test* — ««---. — - to tsSj* 's^sssass ass 

Vakuumbetrieben werden. PfacelgroBe Ben Anordmmg durch die icennz 

^ssssssss. assess*** 


BNSDOCID <DE 3823010A1J_> 


OS 38 

3 

tastung einer Vielzahl von Objektpunkten Vorteile aus 
Punkt-Rasterverfahren und Gesamtaufnahmeverfahren 
vereinen lassen. 

Die Halbleiter-Produktionstechnik bietet die Mog- 
lichkeiten, geeignete, gleichmaBig strukturierte Anord- 5 
nungcn geniigend fciner Elcktroden herzustellen, die 
auch gleichmaBig in einer Ebene liegen. 

Pyramidenstumpfformige Metallelektroden mit ca. 
2 u.m 2 Deckflache konnen so gut in einem Raster von 
z. B. 10 urn 2 Elementflache auf einem Halbleitersubstrat to 
erzeugt werden. 

Aus C A. Spindt et al. J. Appl. Phys. 47 (1976), 
5248—5263 ist ein Verfahren zum Erzeugen von Metall- 
kegeln mit Spitzenradien von 500 Angstrom bekannt, 
bei dem durch eine Apertur in einer uberlagerten 15 
Schicht ein Metallkegel aufgedampft wird. Raster mit 
uber 10 3 Spitzen werden beschrieben, nur die gezeigte 
Anwendung — Feldemmissionselektroden — be- 
schranktdie realisierte Rasterdichte. 

Auch das LIGA-Verfahren, E. W. Becker, W. Ehrfeld, 20 
Phys. Bl. 44 (1988), 166 ff., das in einem Mehrstufenpro- 
zeB Lithographic mit Synchrotronstrahlen, Galvanofor- 
mung und Abformung anwendet, ist zur Erzeugung frei- 
stehender Strukturen im um-Bereich geeignet, wobei 
auch saulenformige Elektroden moglich sind. Das Ver- 25 
fahren eriaubt eine kostengiinstige Vervielfaltigung der 
Strukturen und zeigt das storungsfreie Auffullen klein- 
ster Zwtschenraume. 

Die erfindungsgemaBe Elektroden konnen als Gates 
von Fcldcffekttransistoren ausgebildet sein, die dann 30 
unmittelbar eine erste Verstarkerstufe bilden. 

Zum Beispiel aus der Technik der CCD (Charge Cou- 
pled Devices) ist die Integration von Verarbeitungs- 
schaltungen auf dem gleichen Substrat bekannt. Die na- 
he Verwandtschaft der MNOS- und CCD-Technologie 35 
(K. Goser a. a. O.) sichert dabei eine einfache Obertrag- 
barkeit. 

Die Furchen zwischen den Elektroden konnen mit 
einem Isoliermaterial aufgefiillt werden, so daB die Viel- 
fach-Elektroden-Anordnung eine sehr gut ebene Ober- 40 
flache erhalt. 

Mit einem eingebrachten Schmierfilm (vgl. US-C 
42 42 433) aus einer dielektrischen Fliissigkeit, etwa ei- 
nem Silikonol, kann die Vielfach-Elektroden-Anord- 
nung dann verschlciBfrei und kontaminationsfrei mit 45 
stabilem Abstand parallel zum mehrschichtigen Film 
dem Speichermedium, bewegt werden. 

Wenn die Vielfach-Elektroden-Anordnung etwa glei- 
che Abmessungen wie der genutzte Bereich des meTir- 
schichtigen Films hat, dann sind fur die Relativbewe- 50 
gung nur kleine Amplituden, etwa so groB wie der Elek- 
trodenabstand im Raster erforderlich. Dann konnen 
Piezo-Antriebe hoher Geschwindigkeit und Genauig- 
keit vorteilhaft eingesetzt werden. 

Die Zahl der Elektroden, ihr Rasterabstand, lineare 55 
oder flachige Anordnung konnen beliebig der konkre- 
ten Aufgabenstellung fur die Speicher-Lese-Einheit und 
der verfugbaren Datenverarbeitungskapazitat am Aus- 
gang angepaBt werden. 

Ausfiihrungsbeispiele der Erfindung sind in der 60 
Zeichnuhg dargesteilt. Es zeigt 

Fig. 1 ein unmaBstabliches schematisches Schnittbild 
eines mehrschichtigen Films zur Speicherung mittels 
elektrischer Ladungsverteilung mit einer erfindungsge- 
maBen beweglichen Vielfach-Elektroden-Anordnung 65 
zum Ausiesen; 

Fig. 2 eine Skizze einer Elektrodenmatrix in einer 
Momentanstellung iiber einer Matrix von Speicherele- 
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menten; 

Fig. 3 eine Skizze einer anderen Elektrodenmatrix, 
die nur eine Bewegung in einer Dimension erfordert; 

Fig. 4 schematisch eine erfindungsgemaBe Anord- 
nung in einem Gerat zur Elektrophotographie. 

Fig. 1 zeigt einen mehrschichtigen Film 1 als elektro- 
statischen Ladungsspeicher und eine Vielfach-Elektro- 
den-Anordnung 2 mit einer Antriebseinheit 3, welche 
die Vielfach-Elektroden-Anordnung 2 uber ein Kupp- 
lungsstuck 11 zum Ausiesen der Daten parallel zum 
mehrschichtigen Film 1 bewegen kann. Ein Schmierfilm 
4 aus Silikonol ist als Grenzschicht zwischen den beiden 
Hauptelementen 1 und 2 der Anordnung dargesteilt. 

Die Metall-Elektroden 5 in der Vielfach-Elektroden- 
Anordnung 2 bilden mit den Schichten von Nitrid 
(Si3N4) 6, Oxid (S1O2) 7 und Semiconductor (Si) 8 einen 
Vielfach-MNOS-Speicherkondensator, der mit Ausnah- 
me der Ausfuhrung mit vielen Metall-Elektroden 5 z. B. 
aus der DE-C2 30 18 529 im Prinzip bekannt ist. 

Die Form der Metall-Elektroden 5 ist Pyramiden- 
stiimpfen ahnlich. Sie sind auf einem Halbleiter-Substrat 
9 aufgebracht, das auch nicht naher dargestellte Teile 
der Auswerteschaltung tragt. Die Zwischenraume zwi- 
schen den Metall-Elektroden 5 sind mit einem Isolator 
10, z. B. Si02. aufgefiillt. Entscheidendes Merkmal ist 
jedoch die regelmaBige, geordnete Anordnung einer 
Vielzahl — GroBenordnung 10 2 und mehr — solcher 
Elektroden 5 in einer Ebene. Im einfachsten Fall sind die 
Elektroden 5 eindimensional in einer Reihe angeordnet. 

Fig. 2 zeigt schematisch eine solche Anordnung mit 
einem zweidimensionalen Raster 14. Uber einem Feld 
des Speicherfilms 1 mit hellen 12 und dunklen 13 Pixeln 
sind in einem quadratischen, schachbrettartigen Raster 

14 mit z. B. 25facher Flache eines Pixels 12, 13 die Elek- 
troden 5 angeordnet. Ihre wirksamen Elektrodenspitzen 

15 haben etwa die Flache eines Pixels 12, 13. Zur voll- 
standigen Auslesung des Speichers bzw. zur kompletten 
Bildabtastung ist die gesamte Elektrodenanordnung 2 in 
zwei Dimensionen (x, y) nur urn jeweils die Seitenlange 
eines Elements des Rasters 14 zu verschieben. Dazu 
dienen die Antriebseinrichtungen 3a, 36. 

Fig. 3 zeigt ein Schema einer Vielfach-Elektroden- 
Anordnung 2 uber einem mehrschichtigen Film 1, bei 
der zur vollstandigen Abtastung nur eine Bewegung in 
einer Dimension (x) mit einer Antriebseinrichtung 3a 
erforderlich ist Die Anordnung der Elektrodenspitzen 
15 im Raster der Vielfach-Elektroden-Anordnung 2 ist 
dabei ahnlich der Anordnung der einzelnen Druckpunk- 
te bei hochauflosenden Matrixdruckkopfen. Die in einer 
(x) Richtung nebeneinander angeordneten Rasterele- 
mente 14 sind in der anderen (y) Richtung jeweils urn die 
Kantenlange der Elektrodenspitzen 15 versetzt Neben- 
einander fx-Richtung) sind dann nur soviele Elektroden 
5 erforderlich, wie ausreichen, daB die Summe ihrer 
Kanteniangen der Elektrodenspitzen 15 gerade die 
Kantenlange 16 in der anderen (y) Richtung der Raster- 
elemente ergibt. Erstreckt sich die Vielfach-Elektroden- 
Anordnung 2 dann in der anderen (y) Richtung uber die 
ganze Breite der Speicherflache auf dem mehrschichti- 
gen Film 1, so geniigt zum vollstandigen Ausiesen der 
gespeicherten Daten eine Relativbewegung in einer (x) 
Richtung der Vielfach-Elektroden-Anordnung 2 gegen- 
uber dem mehrschichtigen Film 1, erzeugt durch eine 
Antriebseinheit 3a, die liber ein Kupplungsstuck 11 an 
der Vielfach-Elektroden-Anordnung 2 angreift. 

Bei geeigneter Ausfuhrung der im Substrat 9 inte- 
grierten Schaltung ist es auch ohne weiteres moglich, 
Daten elektrostatisch einzulcsen, wobei die Metall- 
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Flektroden 5 gegeniiber der Gegenelektrode 17 auf em 
SeSes EirfcSe-Potential gebracht werden. entspre- 
chendz.B.DE-C23018 529. 

Zum simultanen Einlesen auf alle Pixel 12 13 der 
Soeicherflache des mehrschichtigen Films, also z. B. zur 
IfektphoSgraphie. ist es vorteilhaft eme homogene 
Flachenelektrode 18 vorzusehen, die zum Einlesen sum 
der V?e£^^ 

schichtigen Film 1 angelegt wird. Fig. 4 ze.gt em Be, 

SSS wiS in etmLteich° 2 an dem eine Flachen- 
i.t*«SL 18 anlie»t von Iicht 19, das mittels ernes Ob- 
tatato ?» eintuf ergibt, bestrahlt. Wird gleichze.tig 
zwSen der Plachenelektrode 18 und emer im mehr- 
Shtigen Film 1 enthaltenen Gegenelektrode 17 (vgl. 
S l\ eln eeei-netes elektrisches Feld erzeugt so wird 

<*enausschnitte des mehrschichtigen Films 1 zur Beucn 

S S Bereich der Plachenelektrode 

Seich dient dieser AufrollmechanKmus 

die Flachenausschnitte mit gespeicherten B4to» 

^lfac?Elektroden-An 0 rdnung 2,z. B- 25 

Hg.3, zuzufuhren und die Relativbewegung zum Ausle 

"SSE -igen, daB das We» mJj Erfindung 
unabhan-ig ist von der konkreten Auswahl des Aufbaus 
Ss meSichtigen Films 1 des Verfahrens zurn^ Emle- 
sen der Daten, der Art der Daten, von Details des Aut 
baLde^ 

Art der Erzeugung der Relativbewegung (Antriebsem 
heit3,21). 


30 


35 


Patentanspruche 


1 Anordnung zum Auslesen von als f^"**^ 
d'ungsverteuung in einem men rsch ichtigen Fihn (1) 
vorliegendenDaten.dadurchgeken^eic^hnet.daB 40 

- eine Mehrzahl von Elektroden (5) m zuein- 
ander fester Lage einem OberflachenbereK* 
des mehrschichtigen Films (1) gegenuberhe- 

!!d1e^!ekt?oden(5) zur Informationsaufnah- 45 

me wirksame Bereiche (15) aufweisen. die erne 

Ebene parallel zum Oberflachenbereich des 

mehrschichtigen Films (1) bilden, 

_ die Elektroden (5) parallel zum Oberfla- 

chenbereich des mehrschichtigen Films (1) ge- so 

steuertrelativbewegbarsind. 

2 Anordnung zum Auslesen von Daten nachAn- 
spruch 1 , dadurch gekennzeichnet, daB die Elektro- 
den (5) einlineares Array bilden. 

3 Anordnung zum Auslesen von JJ- 
spruch 1, dadurch gekennzeichnet. daB die Elektro 
den(5)einebenesRasterbdden(Fig.2,3). 

4. Aordnung zum Auslesen von Daten nach An- 
<mruch 1 dadurch gekennzeichnet daB die Daten 
^ktrophotographisches Bild mil : emjj £ 
stimmten Pixelflache (12, 13) sind und die Elektro 
fen 3) eine wirksame Flache (15 aufweiser, u die m 
der GrSBenordnung der Pixelflache (12, 13) liegt 

fA^ordnung zum Auslesen von Daten nach An- 
spruch 1. dadurch gekennzeichnet, daB die ^Daten m 
einem bestimmten Flachenmuster mit 
menten (12, 13) gespeichert smd und die Elektroden 


(5\ eine wirksame Flache (15) aufweisen. die in der 
§S^rdnung der Flache eines Flachenelements 

( 6 12 Al2rSg zum Auslesen von Daten nach An- 
spr^nTdadurch gekenzeichnet, daB die Daten 6, 

<=nruch5 dadurch gekennzeichnet, daB die Daten 
Satog gesperchert^ind und jedes Fiachenelement 
C£ 13) einen Dynamik-Umfang von der GroBen- 
ordnung Eintausend erreicht 
8 Anordnung zum Auslesen von Dgj-gAn; 
SDruch 1, dadurch gekennzeichnet. daB die tleKtro 
dStfl als Mikro-Spitzen ausgebildet smd. so daB 

tl^S^ Auslesen von Daten ^ g i An- 
SDruch8, dadurch gekennzeichnet, daB Zwischen 
Se zwischen den Elektroden (5) m,t Isolierstof f 

KC- Auslesen von Daten nach An- 
soruch T dadurch gekennzeichnet. daB zwischen 
'dem mehrschichtigen Film (1) und den Bd^dn 
(5) ein flussiges Dielektrikum (4) eingebracht ist 

1? Anordnung zum Auslesen von Daten nach An- 
SDrucTl dadurch gekennzeichnet, daB die Elek ro- 
Ks) z^ammen mit Teilen einer Auswerteelek- 
trlnik auf einem Halbleitersubstrat (9) aufgebracht 

fz^Sdnung zum Auslesen von £J« 
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB die Elektfo 
Hen (S) als Gate-Elektroden von Feldeffekttransi 
stori? ausgebildet sind. die einen Ted der Aus- 

T£eS£™A^« von Daten nach An- 
pr^ gekennzeichnet durch ihre Verwendbar- 
St zur Durchf iihrung von Speichervorgangen. 
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